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~Wptyw implantacji jonowej do gagcej tarczy na uszkodzenia radiacyjne
w Wegliku krzemu”

Weglik krzemu (SIiC) jest materiatem bardzo obiacyin jesli chodzi o zastosowania w produkcji podzespotow
elektronicznych. Wysokie przewodnictwo cieplne, tiga¢ i odpornd¢ na szkodliwe warunki pracy wraz z bardzo dobrymi
wiasciwosciami elektronowymi czyni SiC idealnym materiatem do zastoséwa elektronice wysokich mocy, temperatur
i czestaéci. Ze wzgkdu na bardzo maly wspotczynnik dyfuzji najéaiej uzywanych domieszek, implantacja jonowa jest
najlepsz metod kontrolowanego wprowadzenia domieszki do siecistaljicznej SiC. Symulacja komputerowa procesu
implantacji umaliwia doboér energii i dawki wbijanych w prébkondéw, dzgki czemu mana modelowa ksztatt i gebokas¢
profilu koncentracji domieszki. Wykomg wielokrotne implantacje z #aymi energiami jonéw otrzymujemy rozklady
quasi-prostotne najlepsze do produkcji hetergz potprzewodnikowych aywanych w diodach i tranzystorach. Niestety
implantacja niesie za sghvystpowanie uszkodzeradiacyjnych. Zniszczenia te mpgdoprowadzi nawet do amorfizaciji
warstwy przypowierzchniowej SiC i utraty jaglanych widciwosci transportowych. Dolar metody minimalizacji ilcsci
defektdéw radiacyjnych jest implantacja do gumj tarczy oraz wygrzewanie zaimplantowanego SiC.

Okreslenie stopnia amorfizacji unibwiaja optyczne techniki spektroskopowe, takie jak abgarfwiatta i spektroskopia
mikro-ramanowska, za pomp&térej mana wykaza wyskpowanie w zaimplantowanej warstwie SiC o grididilkuset
nm wiazan charakterystycznych dla silnie zdefektowanegonadizowanego wglika krzemu, takich jak Si-Si, Siz®raz
C-C. Spektroskopia ramanowska daje informacje oriach w sieci krystalicznej, umowiajac zbadanie stopnia odbudowy
poradku sieciowego po implantacji i wygrzewaniu. Zastwanie mikroskopu konfokalnego podczas pomiaréw
rozpraszania ramanowskiego daje dodatkowalimosé zbierania widma z konkretnejetdokasci w probce, a przez to
doktadniejszej oceny #hic pomedzy obszarem zdefektowanym a podkiadiDla ilosciowego okrélenia stopnia
zdefektowania niezfuine jest wykorzystanie dodatkowych nglz, takich jak wsteczne rozproszenie Rutherfords
z kanatowaniem (RBS/C), ktore daje thewos¢ wykrycia atoméw w pozycjach gdzyweztowych i podania procentowego
stopnia zdefektowania implantowanych warstw.

Wymienione techniki badawcze potwierdzity zmniejsee stopnia uszkodzeradiacyjnych powstagych w procesie
implantacji, gdy zostata ona przeprowadzona daagrtarczy (w 500 C) a nie w temperaturze pokojowej. Absorpcja
Swiatta wykazata zmniejszenie wagtd przerwy energetycznej, jednakmniejsze i w przypadku implantacji w RT oraz
zachowanie charakteru widma absorpcyjnego chasatieznego dla potprzewodnikow o skej przerwie. Spektroskopia
ramanowska pokazata wygpbwanie linii dwufononowych dla probek implantowahydo goscej tarczy, podczas gdy dla
implantacji w RT nagpowatl w widmie ramanowskim catkowity zanik odpowiéxh wierzchotkédw. Mniejsze
zdefektowanie dla gacych tarcz potwierdzajtakze wyniki RBS/C, gdzie w przypadku implantacji w Rbserwuje s
prawie catkowite zamorfizowanie warstw SiC. Wygraewe poimplantacyjne przebadane w zakresie 1300°16D
powoduje peta odbudow poradku w warstwach SiC poddanych ,goej implantacji”. Tym samym implantacja
w wysokich temperaturach udowodnita swpjzydatné¢ przy tworzeniu domieszkowanego SiC.
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